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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 
НА ФОРМУ ПОЛОСЫ ИЗЛУЧЕНИЯ СВОБОДНЫХ 

ЭКСИТОНОВ В CdS.
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Известно £11, что при Т«77 К спектр фотолюминесценции 
(ФЛ) большинства кр и ста .л о в  ZnSe, ZnTo, CdTe имеет дублетную 
структуру. Авторы большинства работ С 2,31 связывают этот  эф­
фект с  проявлением реабоорбции резонансного излучения. Однако, 
в отличие от  других широкозонных полупроводников в спектрах 
резонанс .ого излучения монокристаллов CdS до сих пор такая 
дублетная структура  не наблюдалась С И .

В настоящей работе со о би ^е .ся  о  резу л ьтатах  исследования 
влияния низкотемпературного отжига (зак ал к и ) на форму полосы 
экситонной ФЛ CdS. В спектре СМ исходных кристаллов при Т*77К 
и возбуждении излучением He-Cd л азер а  обычно присутствуют 
безструктурны е полосы А и В свободных э и и г о н о в  (рис. 1, 
кривая 1). После нагр ева  образца до 300-4Ć0 К на  максимумах 
линий возникает провал (кривая 2 ) ,  величин? которого больше 
для низкоомных кристаллов, чем для высокоомных. Величина про­
вал а  к::ее? оптимум по плотности мощности возбуждающего излуче­
ния и уменьшается с  течением времени у образцов, хранившихся 
при комнатной температуре. В спектра зеленой краевой люми­
несценции высокоо*лых кристаллов CdS возникновение провала на 
линии свободных экситонов сопровождается изменением структуры 
и ширины всех полос. Провалы в спектре люминесценции свободно­
го А -экситона не исчезают при изменении угла  регистрируемого 
излучения, направления падения возбуждающего излучения или 
направления регистрации. Но форма спектров существенно зависит 
от  у г л а  между вектором Е возбуждающего излучения и осью С. При 
£[<? наблюдается почти симметричный провал, а  при S ic  в спектре 
А-полосы о стается  только коротковолновая часть.

Существенное влияние на глубину провала оказывает 
кристаллографическая ориентировка образцов CdS. Нами исследо­
вались спектры тонких пластин и монокристаллических . араллеле- 
пипедов, содержался грани (0001) ,(0 0 0 1 ) ЛЮТО) и (1120). Ока­
за л а с ь , что наиболее сильно обнаруженный эффект проявляется на 
полярных поверхностях (0001) и (ОС.Л) кристаллических пластин,
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при этом провалы на эксг^онных линиях наблюдаются и на сколах, 
поверхности Л 0 1 0 ) и (1120) как  после термообработки их, т ак  и 
при скалывании в жидком азоте .

?ио. 1. Спек.ры экситонной ФЛ CdS при 78К 
v до (1 )  и после (2) термообработки. 

1возб~ЗмВт/,ем? -4416  д»

' ( 2) термообиаботки.
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В алю  особенностью экситонных спектров является  их з а ­
висимость от  микродельефа поверхности. Провалы в спектрах и з­
лучения свободных экситонов наблюдаются на образцах , имеющих 
сравнительно * плоские, поверхности или микрорельеф, плоские 
участки которого превышают длину волны свч,га.

Для выяснения причин наблюдавшихся явлений проводилось 
изучение спектров отражения и фотопроводимости. 01сазалось, что 
терм ообработка, приводящая к сильным изменениям в спектрах 
экситонной ФЛ не приводит к  заметным изменениям в спектрах 
зкситонного отражения, однако существенно изменяет структуру 
спектров фотопроводимости ( р и с .2 ).

Для выяснения влияния температуры на наблюдаемые эффекты, 
изучались спектры экситонной ФЛ до и после термообработки, а  
также соответствующие спектры отражзния при медленном нагрева­
нии образцов от 77 до 300 К  На ри^. 3 представлены спектры 
излучения образц а  CdS, после термообработки, при разных темпе­
ратурах. Установлено что провал и счезает  при повышении темьо- 
ратуры приблизительно до 126 К, общая интенсивность люми­
несценции при этом сильно падает.

Рис. 3. Спектры экситонной ФЛ образц а  CdS после термообра­
ботки при разных значениях температуры.
1- T-78R; 2 - 84К ;3- 80R ;4- 101R; 5 -  126R.
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Сделана попытка интерпретировать полученные эксперимен­
тальные данные на основании предположений о преобладающем вли­
янии сильного пьезоэлектрического внутрикриоталлического поля 
в  CdS на распределение плотности состояний экситонов.
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Z usa im enfassang .

Es w ird  d e r  E in f lu B  d e r  T enperung  b e l m e d r ig e n  
T eropeia tu ran  au f d ie  L in  enform  d e r  P r e le x z i to n e n l  m ie n  ln  dem 
Kr la  t a l i  CdS u n te rs u o h t.  Mori b e n o h t e t  zum e rs te n m a l u b e r d ie  
D u b le t t s t r u k tu r e n ts te h u n g  ln  d e r  L um ineszenzspek trum  von den 
F ro ie x z i to n e n  b e l 77 К. Es werden d i e  Y e rsu ch sto d in g u n g en  und 
d ie  E n te te h u n g sb e d ingungen f u r  d ie  D u b le t t s t r u k tu r  d l s k u t l e r t .


